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Особые физико-химические и биологически активные свойства кремниевых наноструктур не перестают удивлять научное сообщество. Последние годы внимание исследователей переместилось с пористого кремния на ансамбли кремниевых нанокристалов нитевидной формы, формируемые методом металл-индуцированного химического травления. В результате уникального сочетания характерных размеров, морфологии и структуры отдельных нанонитей и их ансамблей, эти наноматериалы исключительно перспективны как в фотонике для создания новых светоизлучающих устройств, так и в фотовольтаике для повышения КПД солнечных батарей [1, 2]. Чрезвычайно низкое отражение ансамблей кремниевых нанонитей (КНН) в видимой области спектра (менее 2%) позволяет использовать их в качестве антиотражающих покрытий [3, 4].
Задачей данной работы являлось комплексное исследование слоев КНН, обладающих, напротив, повышенным по отношению к монокристаллическому кремнию отражением в области прозрачности кремния с целью выяснения механизмов данного явления.  
Исследуемые образцы представляют собой ансамбли КНН, выращенные на подложке кристаллического кремния c-Si (100) методом металл-индуцированного химического травления. Длина КНН составляет 0,5-60 мкм, диаметр ~ 100 нм. 
В работе проведено комплексное исследование спектров пропускания и зеркального и полного отражения структур в видимом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах спектра, а также микрофотографий, полученных методами просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии. На основе анализа полученных результатов определены состав, структурные свойства и морфология, оценена пористость слоев КНН. Анализ величин поглощения и рассеяния в слоях КНН, соотнесенных с параметрами структуры и диапазоном падающего излучения, позволил  построить качественную модель повышения величины полного отражения.
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